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Винахід належить до оптики і призначений для оптичного формування мікрорельєфу 
поверхні виробів мікроелектронної та оптоелектронної техніки створення голографічних 
елементів, нанесення маркерних знаків та в системах запису інформації. 

Відомий спосіб створення мікрорельєфу з використанням фото індукованого мас-транспорту 
речовини, який передбачає нанесення на підкладку аморфної плівки халькогенідного скла As2S3 5 

та опромінення її модульованим за інтенсивністю світлом із області краю оптичного поглинання 
плівки, після чого поверхня плівки, що опромінювалася, набуває вигляду мікрорельєфної 
структури у вигляді гребенів і борозен, форма та розташування яких відповідають оптичній 
модуляції світла [1]. 

Недоліком описаного способу є необхідність використання як джерела струму потужного 10 

лазера, а також неможливість одержати якісні структури нанометрового масштабу через 
взаємодію халькогенідного миш'яка, що містить скло з киснем з утворенням мікрокристалів 
арсеноліту. 

Відомий також спосіб утворення мікрорельєфу в аморфному шарі із халькогенідного скла 
As20Se80 на підкладці шляхом його опромінення двома джерелами лінійно поляризованого 15 

світла із області краю поглинання світла матеріалом плівки, інтенсивність одного із яких (лазер 
запису) просторово промодульовано за законом бажаного рисунку рельєфу, а другого (лазер 
підсвітки) - є однорідною, причому поляризації вказаних джерел орієнтовані ортогональні одна 
другій [2]. 

Недоліком описаного способу є необхідність використання лазера підсвічування. Це значно 20 

ускладнює реалізацію способу, оскільки передбачає створення і застосування додаткового 
оснащення у вигляді кріплення лазера підсвічування та оптичної системи для формування 
відповідного променя. Крім того, промінь підсвічування частково деформує поверхню за рахунок 
утворення мікрорельєфу великого періоду (9-20 мкм). 

Найбільш близьким по технічній суті та результату, який досягається, є спосіб лазерного 25 

формування мікрорельєфу на поверхні плівки аморфного шару халькогенідного скла системи 

AsxSe100-x (0х40), згідно з яким потік лазерного випромінювання довжиною хвилі із області 
краю поглинання матеріалу плівки просторово модулюють за інтенсивністю та направляють на 
поверхню плівки, формуючи необхідний рисунок профілю поверхні. Процес опромінення 
здійснюють при кімнатній температурі [3]. 30 

Недоліком описаного способу є значна тривалість процесу формування рельєфу поверхні. 
В основу винаходу поставлена задача зменшення тривалості формування мікрорельєфу на 

поверхні плівки складу AsxSe100-x, де 0х40. 
Поставлена задача вирішується тим, що спосіб формування рельєфу поверхні плівок 

халькогенідного скла AsxSe100-х, де 0х40, який включає локальне дискретне опромінення 35 

поверхні плівки оптично модульованим лазерним променем із області краю поглинання світла 
матеріалом плівки, згідно з винаходом, під час опромінення температуру плівки підтримують в 
межах від 0,7 Tg до 0,9 Tg, де Tg - температура розм'якшення матеріалу плівки. 

Запропонований спосіб формування мікрорельєфу поверхні оснований на використанні 
ефекту фотоіндукованого масопереносу, що виникає при опроміненні тонкого шару із 40 

халькогенідного скла AsxSe100-х, додатково підсиленого нагрівом в ділянці запису. Швидкість 
процесу запису контролюють керуючи параметрами термовпливу, зокрема, для досягнення 
максимальних швидкостей. 

Для реалізації запропонованого способу застосували пристрій, який містить лазерне 
джерело опромінення, поляризатор, поворотне дзеркало, тримач зразка, скляну призму, 45 

термонагрівач зони опромінення, спейсер та підкладку з плівкою халькогенідного скла. 
Здійснено випробування запропонованого способу із використанням плівок AsxSe100-x, для 

яких значення х мало значення 0 (чистий селен), 5, 7, 10, 15, 25, 30, 35 та 40. Для плівок селену 
та складу As40Se60 фотоіндукований масоперенос а отже і рельєф, що може бути сформований 
за реальні часи експерименту, є мінімальними. Максимальний масоперенос характерний для 50 

плівок складу As20Se80, для якого температура розм'якшення біля 110 °C. Для цих складів 
максимальний ефект досягається при температурах, які складають 0,7-0,9 від температури 
розм'якшення. Для інших сплавів підігрів зони опромінення також забезпечує значне 
прискорення процесу формування поверхневого рельєфу, причому максимальний ефект також 
досягається в області температур, що складає 0,7-0,9 від температури розм'якшення сплавів у 55 

градусах Цельсія. Подальше підвищення температури при опроміненні призводить до стирання 
рельєфу. 

Запропонований спосіб може бути реалізований за допомогою пристроїв, які 
використовують інші принципи та засоби для підігріву, в тому числі такі, які не обмежують площу 
термічного впливу. 60 
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Таким чином, запропонований спосіб забезпечує значне прискорення час формування 
мікрорельєфу. 
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ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 
  

1. Спосіб формування рельєфу поверхні склоподібних плівок складу AsxSe100-x, де 0х40, який 15 

включає опромінення плівки лазерним променем із спектральної області краю поглинання 
світла матеріалом плівки, який відрізняється тим, що ділянку плівки, на якій формують 
поверхневий рельєф, під час опромінення піддають нагріванню. 

2. Спосіб формування рельєфу поверхні склоподібних плівок складу AsxSe100-x, де 0х40, за п. 
1, який відрізняється тим, що під час опромінення температуру плівки підтримують в межах від 20 

0,7 Tg до 0,9 Tg, де Tg - температура розм'якшення матеріалу плівки. 
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